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Abstract (en)
The highly integrated semiconductor device is intended as a separating diode cooperating with selector lines of an integrated memory. The resistor
(R) is of pinch-type whose pinch doping region (5) is greater than the cross sectional dimension of the resistor doping region (4). Simultaneously
it forms a cathode connection doping region for the Schottky diode (D). Preferably the pinched doping region carries a connection contact (K) for
the Schottky diode cathode terminal. This doped region is of identical conductivity as the surrounding semiconductor material (3), but of higher
doping rate, sufficient to form an ohmic contact with a metal electrode on the region. On the resistance region (4) outside the pinch doping region is
provided a metal contact (A), extending beyond the resistance region.

Abstract (de)
Eine hochintegrierte Halbleiteranordnung flr eine Dioden-/Widerstandskonfiguration 143t sich erreichen durch eine besondere Integration
einer Schottky-Diode mit einem Pinch-Widerstand, dessen Pinch-Dotierungsbereich (5) das KathodenanschluBdotierungsgebiet der Schottky-
Diode darstellt. Der Schottky-Kontakt wird gleichzeitig mit dem Widerstandsanschlu durch eine gemeinsame den zugehérigen P/N-Ubergang
Uberlappende Elektrode (A) gebildet. Der weitere Kontakt fir den Widerstand 14t sich dadurch einsparen, daB sich der Widerstandsbereich
(4) bis in den umgebenden Isolationsbereich (2) hinein erstreckt, Gber dessen Potential die entsprechende Spannungszufuhr beim Einsatz des
Widerstandes als Ableitwiderstand erfolgt.
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